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Преподаватель Черномордик Анна Евгеньевна

ОП.10 Электроматериаловедение

Тема 2.4 Простые полупроводниковые материалы.

Лекция № 10
Цель занятия: Усвоить основные понятия по изучаемой теме.
Задачи занятия: уметь применять полученные знания для решения ситуационные задач.
Задание студентам: 
1.Записать в тетрадь и самостоятельно проработать лекцию несколько раз.
2.  По учебнику Журавлева Л.В. Электроматериаловедение. Учебник. - М.: Академия. 2013 § 4.2 стр. 130-148
3. Ответить на контрольные вопросы.
3. Фотографию конспекта и ответы на контрольные вопросы прислать на электронный адрес kabinet1218@gmail.com в срок до 08.00 19.02.2022г.

План:
1. Простые полупроводниковые материалы
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Вопрос 1. Простые полупроводниковые материалы

Простыми называются такие полупроводниковые материалы, которые состоят из одного химического элемента. К простым полупроводниковым материалам относятся германий, кремний, селен, теллур и др.
Наиболее часто в современной полупроводниковой технике используются германий и кремний. Полупроводниковыми свойствами обладают также некоторые аллотропные модификации олова (серое олово), сурьмы и углерода.
Таблица 1 – Простые полупроводники
	Элемент
	Ширина запрещенной зоны, эВ
	Элемент
	Ширина запрещенной зоны, эВ
	Элемент
	Ширина запрещенной зоны, эВ

	Бор
	1,10
	Фосфор
	1,50
	Селен
	1,70

	Кремний
	1,12
	Мышьяк
	1,20
	Теллур
	0,36

	Германий
	0,72
	Сера
	2,50
	Йод
	1,25



Германий — твердый и хрупкий материал. Он применяется для изготовления диодов различных типов, транзисторов и тензодатчиков. Оптические свойства германия позволяют его использовать для изготовления фотодиодов и фототранзисторов, оптических фильтров и др. Рабочая температура полупроводниковых приборов на основе германия не должна превышать плюс 80 °С. При низких температурах и высоких давлениях германий переходит в сверхпроводящее состояние.
Кремний является базовым материалом полупроводниковой электроники. Электропроводность кремния, как и германия, зависит от концентрации примесей. Кремний идет на изготовление диодов, транзисторов, тиристоров, фотодиодов и т.д. Кремниевые приборы могут работать при более высоких температурах (180—200 °С), чем германиевые. Кристаллический кремний хрупкий с металлическим блеском, химически инертен.
Селен применяют для изготовления фоторезисторов, фотоэлементов и выпрямителей. Его отличительной особенностью является резкое возрастание электропроводности при освещении.
Теллур в виде сплавов с висмутом, сурьмой и свинцом используется для изготовления термоэлектрических генераторов.
К сложным полупроводниковым материалам относятся неорганические и органические соединения: карбид кремния, химические соединения бора, индия, галлия, алюминия с азотом и др.
Карбид кремния — это соединение кремния с углеродом. На основе карбида кремния создают полупроводниковые приборы, которые сохраняют работоспособность при температурах до +700 °С. Эти приборы необходимы для контроля высокотемпературных процессов. Еще одно применение карбид кремния нашел при производстве силитовых нагревателей для электрических печей, рассчитанных на максимальные температуры до 1500 °С. Карбид кремния характеризуется высокой прочностью, по твердости немного уступает алмазу, химически стойкий.
Арсенид галлия (соединения с мышьяком) используется для создания полупроводниковых приборов, работающих при высоких частотах и температурах (300—400 °С).
Антимонид индия (соединения с сурьмой) применяется для изготовления фотоэлементов высокой чувствительности, оптических фильтров, термоэлектрических генераторов и холодильников.


Контрольные вопросы
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4.21. ToueMy C pOCTOM TOKa B MOJIYNPOBOAHMKE PE3KO YMEHBIIAETCS €ro co-
npoTtueieHne?

Orser:

4.2. MNMpocTbie NoNynpoBOAHUKU

ITpocmbimu HASBIBAIOT TAKKE TIOJYPOBOJIHMKH, OCHOBHOM COCTaB KOTOPBIX 06-
pa3oBaH aTOMaMH OJIHOro XUMMYECKOT0 3JIEMEHTa.

Bsinonuure 3aganns

4.22. 3anonxute Ta6m. 4.1,
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4.23. Hanuiumure XMMMYECKOE YPaBHEHHE PEaKUMH AUCIIPONOPHHOHHPOBaHHUA,
B pe3y/bTaTe KOTOPOH MOMY4al0T MOHOKPHCTA/LINYECKYIO SMUTAKCHATIBHYIO MJICH-
Ky repMaHus.

Orser:

4.24. Hanuumre XMMUYECKOE YPaBHEHHE PEaKIMM BOCCTAHOBJIEHHMS YETHIPEX-
xnopuctoro kpemuus (SiCly) mapamyu LMHKa WIM BOXOPOJA JUIA MOTY4EHHUS Kpe-
MHMA.

Orset:
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4.25.

Tlepeuncnute CBOMCTBA KPUCTAINIMYECKOTO FePMaHHUs,

Orser:

4.26. Onpenenute BUA MOYNPOBOAHMKOBOTO MATEPHANA 1O CIIEAYIOLIEMY OMH-
CaHMIo: «DNIeMEHT 1ecTol rpynnsl [lepHoxuuecKoit cHcTeMbl 1. W. Menneneesa,
MOXET HaXOANTHCA KaK B aMOPOHOM, TaK M B KPHCTAITMYECKOM COCTOAHMSAX. Mc-
XOIHBIMM MaTepHalamMy IS ero TONYYEHHs SBIAIOTCS OCTATKHM, oGpasylouuecs
TIPH SMEKTPOIMTHYECKOM padMHUPOBAHNH MenH».

Ortger:

4.27.

JIEHUS TEPMOICKTPHIECKHUX TEHEPATOPOB».

OnpenenuTe BUA NONYNPOBOAHHKOBOTO MaTepHaIa MO CIEAYIOLIEMY OIH-
caHmio: «DyieMeHT wecTol rpynmsl [epuonndeckoit cuctemst 1. U. MeHneneesa,
TIDUMEHSETCS B COCTaBe CIUIABOB C BUCMYTOM, CYPbMOM M CBHHLIOM JUISI M3rOTOB-

Ortser:

4.28.
KOB.

I'Iepequcnm'e METOAbI MOTYYEHH MOHOKPHCTA/TMYECKHMX MOMYTIP!

OBOAHH~

Orser:

4.29.

BoiGepute npasunbHbiii oTBeT

OCHOBHBIMM aKUENITOPHBIMU NIPUMECAMU B TeDMAHHH ABNAIOTCS:
A, Tammit;

B. Wnmmit;

C. AmoMuHwiL;

D. Bce epeurcieHHbIE 3/IEMEHTEL.

4.30. ToHOpHBIE YPOBHY B FePMaHMH CO3NAIOT:
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A. MBILIBSIK K CypbMa;

B. BucmyT 1 docop;

C. Jlutnis;

D. Bce nepeyrcieHHbIE 9/IEMEHTEI,




